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ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВИХІДНИХ ТА ОПРОМІНЕНИХ СВІТЛОДІОДІВ GаAsP 

 

Досліджувалися світлодіоди, вирощені на основі твердих розчинів GаAsP. При низьких температурах 

T ≤ 130 K виявлено ділянки від’ємного диференційного опору. Опромінення електронами (Е = 2 МеВ) 

призводить до зростання диференційного опору діодів, зміни контактної різниці потенціалів та падіння 

інтенсивності випромінювання. Виявлені ефекти зумовлені впливом глибоких рівнів радіаційних дефектів та 

поверхневих станів, активізованих високими рівнями іонізаційного збудження, властивого електронному 

опроміненню. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИСХОДНЫХ И ОБЛУЧЕННЫХ СВЕТОДИОДОВ GаAsP 

 

Исследовались светодиоды, выращенные на основе твердых растворов GаAsP. При низких температурах 

T ≤ 130 K выявлены участки отрицательного дифференциального сопротивления. Облучение электронами 

(Е = 2 МэВ) приводит к росту дифференциального сопротивления диодов, изменению контактной разницы 

потенциалов и падению интенсивности излучения. Обнаруженные эффекты обусловлены влиянием глубоких 

уровней радиационных дефектов и поверхностных состояний, активизированных высокой мощностью 

ионизационного возбуждения, свойственного электронному облучению. 

Ключевые слова: GaAsP, светодиод, отрицательное дифференциальное сопротивление, вольт-амперные 

характеристики. 
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ELECTROPHYSICAL CHARACTERISTICS 

OF INITIAL AND IRRADIATED GаAsP LEDs STRUCTURES 

 

Light emitting diodes based on gallium arsenide-phosphide solid solutions were studied. Negative differential 

resistance regions were identified at lower temperatures T ≤ 130 K. Irradiation of diodes by electrons (E = 2 MeV) leads 

to the increase in the differential resistance, change in the contact potential difference, and a drop in the radiation 

intensity. These effects are due to the influence of deep radiation defects levels and surface states, activated by high 

levels of the ionization excitation peculiar to electron irradiation. 

Keywords: GaAsP, light emitting diode, negative differential resistance, current-voltage characteristic. 
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